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Датчики магнитного поля на протяжении последних нескольких лет используются в различных электронных устройствах и приборах. Внимание к данному типу датчиков неуклонно повышается за счет целого ряда факторов, к которым можно отнести: увеличение числа автомобилей, постоянная потребность в данных датчиках у изготовителей компьютерной техники, применение датчиков в космической сфере, в медицинском оборудовании, навигационных системах. Возрастает эффективность самих датчиков, улучшаются их характеристики, такие как чувствительность и габариты.
Принцип работы датчиков магнитного поля, основывается на таких физических явлениях как эффект Холла, магниторезистивный эффект (AMR, GMR), эффект наведенной индукции и прочие. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Независимо от типа, все датчики выполняют схожие функции – преобразуют энергию магнитного поля в электрическую энергию и предоставляют информацию в виде изменения выходного напряжения или сопротивления датчика.

В последние десятилетия особой популярностью пользуются бюджетные высококачественные датчики, использующие для своей работы эффект Холла или магниторезистивный эффект. Основное отличие между этими двумя типами датчиков заключается в том, что магниторезистивные датчики обладают нелинейной характеристикой с высокой крутизной, которой обуславливает их очень высокая чувствительность, тогда как датчики Холла обладают более линейной выходной характеристикой. Хотя на сегодняшний день датчики Холла занимают более 70% рынка датчиков магнитного поля, в промышленности и научных исследованиях применяются и другие типы датчиков. В качестве примера можно привести датчики основанные на эффекте туннельного магнитного сопротивления (TMR) и сверхпроводящие квантовые интерферометры (SQUID).

В настоящей работе мы рассматриваем магниторезистивные датчики, сравниваем их характеристики, изучаем предельные возможности по чувствительности и пространственному разрешению.
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